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| MEMORIA DESCRIFTIVA
que se presenta para unir a la solicitud
de
PATENTE DE INVENCION
formulada el 6 de Noviembre de 1962, con el No; 2821203
en
ESPARA
por VEINTE afios
a nombre de N;V; PHILIFS ' GLOEILAMPENFABRIEKEN, entidad ho-
- landesa, establecida en iMmasingel 29, Eindhoven, Holanda,
pors ‘
"UN METODO DE FABRICAR UN DISPOSITIVO SENMICONDUCTOR!

Rete invento se refiere a un método de fabricar un
dispositive semiconductor, por ejemplo un transistor, en
el cual se aplica una cantidad de agente enmascarador a una
superficie de un cuerpo semiconductor entre dos electrodos
dispuestos uno junto al otro sobre dicha superficie, después
de lo cual la superficie libre é; derredor de estos electro~
dos es sometida a un tratamiento de ataque gquimico.

Es sabido aplicar la cantidad de agente de enmascara-
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miento entre los electrodos sumergiendo el cuerpo semicon-
ductor con los electrodos en un agente enmascarador, por |
ejemplo laca; se permite entonces a la laca que Se seque

y finalmente se limpia el cuerpo rocidndolo con la ayuda
de un disolvente de la laca de manera que esta laca perma~
nezca s80lo sobre la parte superficial del cuerpo que yace
entre los electrodos; Por consiguiente, se necesitan al me-
nos dos operaciones, a saber, la inmersién y ls limpieza
por rociaﬁura; La segunda operacién debe efectuarse con
exactitud;

Bl invento tiene éor objeto, entre otras cosas, crear
un método mds sencillo para obtener el mismo fin. Est4 ba-
sado en el reconocimiento del hecho de que los miembros de
alimentacién de corriente eléctrica que se proveen SObré
los electrodos pueden, algunas veces despuéds, pero mayor-
mente antes de la aplicacién del agente de enmascaramiento,
usarse en el caso $ltimamente mencionadc para gular el agen-
te de enmasceramiento.

Segin el invento se proveen dos miembros de alimenta;
cién de corriente, contiguos entre si, sobre los electrodos
despuds de lo cual se aplica una caentidad de un agente de
enmascaramiento entre estos miembros para que circule a lo
largo de estos miembros hasta los electrodes y cubra la par-
te superficilal del cuerpo semiconductor que yace entre es-'
tos electrodos;

Preferentemente, los lados de los miembros de alimen-
tacién de corriente mutuamente enfrente convergen hacia los
eleéfrodos; Estos lados pueden ser también paralelos entre
si.

Se describird shora el invento méds completamente, &
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modo de ejemplo, con referencia al dibujo adjunto.

Ias figuras 1 & 3 muestran diagramdticamente y en vis-
ta en seccidn tres etapas de la fabricacién de un cuerpo se-
miconductor-qug comprende dos electrodos contiguos.

Las figuras 4 a 7 muestran diagramdticamente y‘en vig~
ta en perspectiva, el método de aplicar el agente de enmas-
eafamiento;

La figura 8 muestra un dispositive pare quitar parte
de una superficie semiconductora por medio de un ataque qui-
mico electrolitioo;

‘Tes figuras 9.y 10 son vistas en seccién de dos tran—
sistores acabados.

Todas las figuras estén dibujadas a una escala muy
grande, '

El material de partida en todos los ejemplos es un
cuerpo 1 que consiste en germanib de tipo p que tiene una
resistividad de 1-)Yom, cuyo cuerpo se convierte, por difu-
gién del antimonic sobre una parte superficial 2 hasta une
profundided de 5 micrones, en €l tipo n (figura 1) y al que
se alean posteriormente los dos electrodos 3 y 4; £l mate~
rial aleado del primer electrodo 3 consiste en una aleacién
de plomokque contiene 2% en peso de antimonio, ebteniéndo-
se el electrodo 4 por aleaoidn del mismo material el cusl
contiene ademés aproximedemente 10% de aluminio; El proce-
dimiento de aleacién se efsctda, por ejemplo, a una tempe-
ratura de 7802C durante tres minutos. Después del enfria-
miento, se forma una capa 5, segregada de tipo n bajo el .
electrodo 3, como resultado de 1o cual el electrodo 3 es—
tablece un contacto éhmico con la capa 2, mientras que de-

bajo del electrodo 4, se forma une capa segregada 6 que con-
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tiene aluminio, la cual establece un contacto rectificador
con la capa 2 (figura 2); Posteriormente, se quita la cara
inferior del cuerpo 1 por ataque quimico y se asegura el
cuerpo & un soporte de niquel 8 por medlo de una capa de
indio 7 (figura 3).

La longitud y la anchura del cuerpo 1 son de, por
ejemplo, 3 mm; mientras que el espesor asclende a 100 mi-
crones, la anchura de la parte del cuerpo cubierta por los
electrodos 3 y 4 es, por ejemplo, para ambos electrodos
100 micrones, mientras que la parte libre entre estos elec-—
trodos puede tener una anchura de 80 micrones;

‘ TLa composicién de este material de partida no es esen—
cial para el invento, pero es importante que la parte super-
ficial del cuerpo 1, que rodea los electrodos 3 y 4, excep-
t0 la parte que yace entre estos electrodos, sea quitada por
ataque quimico.

& este fin, se sueldan dos miembros contiguos 11 y 12,
de alimentacibén de corriente que consisten en niquel, a los
electrodos 7 y 4, como se muestra en las figuras 4 y 5. En
este caso los miémbros tlenen la forms de alambres que dji-
vergen ligeramente en la direccién hacia arriba. Se aplicas
una gota 14 que consiste en una solucién de nitrocelulosa
en amil-acetato, entre estos alambres por medio de una agu-
Ja. Bajo la intluencia de la gravedad y/o por la accién de
la tensién superficial del 1l{quido entre los alambres, esta
gota 14 se mueve hacia los electrodos 3 y 4 hasta que cu-
bre la parte superficial del cuerpo 1l entre los electrodos,
végse la figura 5; Aqu{ se deja secar al agente de enmasce~
ramiento;

En la variante mostrada en la figura 6, los miembros
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de alimentacién de corriente consisten en dos ramales 21 y 22
de una placa de horquilla 23; la gota 24 se aplica del mismo
modo que en el dispositivo mostrado en las figuras 4 y 5.

#n la variante representada en la fizura 7, los elec-
trodoe 31 y 32 tienen forma de tira; los miembros de alimen-
tacién de corriente consisten en las tiras de niquel 33 y 34
que tienen una anchura de 500 micrones y un espesor de 50 mi-
crones; Bn este caso, el sgente de enmascaramiento se aplica
a los lados de estas tiras que se confrontan mutuamente o,
si se desea, solo a uno de estos lados, degpués de lo cual
sale a la parte superficial del cuerpo 1 entre los electro-
dos 31 y 32 donde se seca. La capa seca se indica por 35;

Posteriormente, un dispositivo fabricado de esta mane-
ra se introduce dentro de un bafio 40 que consiste en una 8o-
lucibn al 30% de hidréxido de potasio en ague, véase la fi-
gurs 8, conecténdose el terminal positivo de una fuente de
corriente 41 al soporte 8. Bl terminal negativo de esta
fuente de corriente estd conectado a un citodo 42 dispues=—
to en el baﬁo; La superficie del cuerpo 1 que entra en con-
tacto con €l bafio no se disuvelve al menos en toda la profun—
didad de penetracién de la capa 2 de difusién de tipo n. ILa
parte entre los electrodos 3 y 4 estd protegida por una ca-
pa de enmascaramiento 44 formada por el agente de enmascara-
miento seco. Kinalmente, la caps de enmascaramiento se qui-
te. por medio de acetona; £l resultado final se muestra en
la figura 9.

Aunque el e¢jemplo anterior se refiere a un transistor
de difusién;aleacién que comprende un electrodo de base 3
y un electrodo emisor 4 dispuestos contigusmente entre sf,

y el invento es particularmente adecuado para su usSo en la
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fabricacibn de estos transistores, es evidente que también

‘puede usarse en otros dispositivos semiconductores en los

cuales haya de proveerse a una superficie semiconductors
entre dos electrodos de una capa de enmascaramiento. Debe-—
rfa notarse ademds que el invento se aplica también a un dis-
positivo semiconductor en el cual estén dispuestos contigua~
mente entre sf tres o més electrodos. Una disposicidn de di-
cho dispositivo se muestra en la figura 10. Este dispositi-
vo, el cual es también un transistor de aleacién/difusidn,
se diferencia del dlspositivo mostrado en la figura 9 solo
en que hay presentes dos electrodos de base 3; I la fabri-
cacién de estos dos transistores, se da también la dnica di-
ferencia de que al transistor mostrado en la figura 10, se
le eplica dos veces wna cantidad de agente de enmascaramien-.
to;

Este solicifud, que corresponde a la presentada en
Holande el 8 de Noviembre de 1961, bajo el No. 271;175, se
acoge a los beneficios del articulo 51 del vigente Hetatuto

gobre Propiedad Industrial.

NOorTa

Los puntos de invencidén propia y nueva que se presen—
ten para que sean objeto de esta Patente de Invencién en
Espafia, por VEINTE afiog, son los siguientes:

12, - tn método de fabricar un dispositivo semicon-
ductor en el cual se aplice una cantidad de un agente de
enmascaramiento a une superficie de un cuerpo semiconduc-
tor entre dos electrodos dispuestos contl?gamente entre sf
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sobre la clteda superficie, después de lo cual la superfi-
cle libre en derredor de estos electrodos es sometida & un
tratamiento de ataque, caracterizado porque se proveen dos
miembros contiguos de alimentacidn de corriente sobre los
electrodos, después de lo cual se aplica una cantidad de un
agente de enmascaramiento entre estos dos miembros de tal
modo que circula a lo largo de estos miembros hasta los elec-
trodos y ocubre la parte superficial del cuerpo semiconductor
entre estos electrodos;

29; - Un método segdn se reivindica en el punto 1, ca~
racterizado porque los dos lados de los miembros de alimen-
tacién de corriente mutuamente enfrente convergen hacia los
eleotrodos;

32, - Un método segin se reivindica en el punto L &
punto 2} caracterizado porque el agente de enmascaramiento
congiste en una laca soluble.

4e. - tn método de fabricar un dispositivo semiconduc-
tor;

‘ Tal y como se ha descrito en la Memoria que anteceds,
representedo en los dibujos que se acompafian y con los fines
que se han especificado.

Esta Memoria consta de siete hojas escritas a mdquina

por una sola cara.
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